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NORMA

ELEMENTY

BRANZOWA BN-83

3375-31 05

POLPRZEWODNIKOWE - Tranzystory typu BF 182, BF 183

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sg szczego-
fowe wymagania dotyczace krzemowych tranzystoréw
n-p-n matej mocy, bardzo wielkiej czestotliwosci, wy-
konanych technologig epitaksjalno-planarng typu
BF 182 i BF 183 w obudowie metalowej przeznaczo-
nych do sprzetu powszechnego uzytku oraz urzadzen
wymagajacych zastosowania elementow o wysokiegj
i bardzo wysokiej jakosci

Tranzystory typu BF 182 sg przeznaczone do pracy
w stopniach przemiany czestotliwo$ci odbiornikéw tele-
wizyjnych w zakresie VHF

Tranzystory typu BF 183 sg przeznaczone do pracy
w stopniach heterodyny odbiornikéw telewizyjnych
w zakresie VHF

Kategoria klimatyczna — wg PN-73/E-04550 dla
tranzystorow

)

— standardowej
40/125/04,
— wysokiej jakosci (poziom jakosci I1l) 40/125/21,
— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci V)
40/125/56
2 Przyklad oznaczenia tranzystoréw
a) standardowej jakosci
TRANZYSTOR BF 182 BN-83/3375-31 05
b) wysokiej jakosci
TRANZYSTOR BF 182/3 BN-83/3375-31 05
c) bardzo wysokiej jakosci
TRANZYSTOR BF 182/4 BN-83/3375-31 05

jakosci  (poziom  jakosci

Grupa katalogowa 1923

3 Cechowanie tranzystoréw powinno zawieraC naste-
pujace dane

a) nazwe producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu (podtypu),

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorow wyso-
kiej i bardzo wysokiej jakosci Tranzystory wysokiej
jakosci powinny byc znakowane cyfrg 3, a tranzystory
bardzo wysokiej jakosci cyfrg 4 umieszczong po ozna-
czeniu typu

4 Wymiary i oznaczenia wyprowadzen tranzystora —
wg rysunku i tabl 1

Elementy obudowy — wg PN-72/T-01503
ark 29 — podstawa BI2,
ark 55 — obudowa C7

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta —
CE 25

5 Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/
3375-3100 p 51

6 Wymagania szczegtowe do badann grupy A, B,
CiD

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiardéw
A 0 D, | — wg rysunku i tabl 1 na str 2

b) badania podgrupy A2, A3, A4i C2 —wg tabl 2
na str 2 i. 3,

c) badania grupy B, C i D — wg tabl 3 na str 3,

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, Ci D — wg tabl 4 na str 3i4
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Symbol wymiaru

") Wymiar teoretyczny

Pod-

grupa
badan

=

Cc2

0Q
0*3
0D
0Di

a

a

Tablica 2 Parametry elektryczne podstawowe sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C4

Rodzaj badania

2

Sprawdzenie
podstawowych
parametrow
elektrycznych

Sprawdzenie
drugorzednych
parametrow
elektrycznych

Kolektor (C)

min
43

53
45

092
05
127

Kontrolowany
parametr

1cBO
V(r) cBo
Uer) ceo

Ueer) 8o

h2E

fr

—e:bes

Hb Cc

BN-83/3375-31 05

tranzystora jest potgczony elektrycznie z obudowg
Tablica 1
Wymiary mm

nom max
— 53

254" —
— 053
— 58
— 49
— 10

1049 116
— 12

Metoda po

miaru wg Warunki pomiaru

PN-74/T-01504

4 5
ark 05 Ub= 20 V IE=0
ark 04 Ic = 10 pA le=0
ark 03 7= 2 mA b =0
ark 04 It = 10 pA h =0
ark 01 Ic = 2 mA Ub = 10 V
Ic = 3mA Uee = 10 V
Ic =2 mA Ue = 10 V
ark 24 / = 100 MHz
Ic = 3 mA UE= 10V
/ = 100 MHz
ark 23 Ic :/ J;mequce = 10V
Ic = 2 mA Uce = 10V
ark % / = 50 MHz

| =

3 mA UE= 10V

50 MHZ

Jed-

nostka

< << 3o

MHz

pF

ps

HEUGOBOEHI

Kat

stopnie
nom

451)
90°)

Wartosci graniczne
BF 182 BF 183

min
7

B w 8 8

500

max min  max

8 9 10
100 — 100
_ 30—
_ 20
_ 3
_ 0 —
— 550 —
05 — 05
6 —
— — 6



BN 83/3375-31 05

cd tabl 2

Pod- Kontrolowan Metoda po Jed Wartosci graniczne
grupa Rodzaj badania y miaru Wy Warunki pomiaru

badan parametr PN 74/T-01504 nostka BF 182 BF 183
min - max min  max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Sprawdzenie lceo ark 05 Ueb = 20 V 1IE=0 pA 50 50
parametrow
elektrycznych
wt,h= 125°C
(poziom 1l i IV)
Tablica 3 Wymagania szczegétowe do badan grupy B, C i D
Lp Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegGtowe
1 2 3 4
préba Ub metoda 2 25 N
Sprawdzenie wytrzymatosci mechanicznej wyprowadzen 3 cykle
| Bl CI préba Uai 5 N
Sprawdzenie szczelnosci préba Qk poziom nieszczelnosci 665 106
Pa dm3s
. - . potozenie tranzystora w czasie spadania wy-
2 B3 Sprawdzenie wytrzymatosci na spadki swobodne prowadzeniami do gory
3 B4 C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielokrotne mocowanie za obudowe
B5 C5
4 (poziom jakosci Sprawdzenie wytrzymatosci na nagte zmiany temperatury Ta = -55 °C Tb= 15 °C
-l V)
. . - uktad OB wg PN-78/T-01515 tabl 5
5 B6 C6 Sprawdzenie odpornosci na narazenia elektryczne “h = 20 mA Ub = 8 V
6 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 05 g
. - . . kierunek probierczy obydwa kierunki wzdtuz
Sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenia state osi wyprowadzefi mocowanie za obudowe
7 ca Spravyd_zeme wyt_rzyma{_osu, na wibracje o statej czesto- mocowanie za obudows
tliwosci (dla poziomu jakosci 1)
S_pravy@zeme wytr_zymak_)sm na Wlbra_qe 0 zmiennej czesto- mocowanie za obudowe
tliwosci (dla poziomu jakosci Il i 1V)
) - i i AQL = 4 %
8 C5 Sprawdzenie wytrzymatosci na ciepto lutowania temperatura kapieli 350 °C
9 Cl Sprawdzenie wytrzymatosci na zimno lgg max = 95 °C
10 Cc8 Sprawdzenie wytrzymatosci na suche goraco Ly max = 185 °C
11 Clo Sprawdzenie wymiarow wg rysunku i tabl 1
DI
12 (poziom jakosci Sprawdzenie odporno$ci na niskie cisnienie atmosferyczne temperatura narazenia 25 °C
i v
13 D4 Sprawdzenie wytrzymatosci na plesn brak porostu plesni po badaniu
14 D5 Sprawdzenie wytrzymatosci na mgte solng potozenie tranzystora dowolne
Tablica 4 Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom I, Il i IV)
Oznaczenie literowe  Me*oda pomiaru Warunki Podaruna badan Jed Wartosci graniczne
parametru wg PN-74/T-01504 pomiaru grup nostka BF 182 BF 183
min max min max
i 2 3 4 5 6 7 8 9
Bl Cl B3 B4 B5 C2
Ueb = 20 V c4 C5 Cl C9 DI Mmoo — 10
1cBO ark 05 =0
e T B6 C6 C8 nA — 500 — 500

3
|
3

C29) pA —



4
cd tabl 4

Oznaczenie literowe  Metoda pomiaru Warynki

parametru wg PN-74/T*-01504 pomiaru

1 2 3

lc —2 mA

Uce = 10 V

Ic =3 mA

Uce = 10 V

Ic = 3 mA

ark Ol Uce = 10 V

Ic - 3 mA

Uce = 10 V

Ilc —2 mA

Uce = 10 V

Ic —3 mA

UE= 10V

"y W czasie badama odpornosci na suche goraco
2 W czasie badama odpornosci na zimno

BN-83/3375-31 05

Podgrupa badan nf)i(tjlza
4 5

Bl B3 B4 B5 ClI
C2 C4 C5 C7 C9

B6 C6 C8

c22)

7 Pozostate postanowienia — wg BN-80/3375-31 00

KONIEC

BF 182
min max
6 7
10 _
7 _
5 _

Warto$ci graniczne

BF 183
min max
8 9
10 _
7 _
5 _



Informacje dodatkowe do BN-83/3375-31 05

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujaca norme — Naukowo-Produkcyjne Cen
trum PO6tprzewodnikow

2 Normy zwigzane

PN-73/E-04550 00 Wyroby elektrotechniczne Proby Srodowiskowe
Postanowienia ogolne

PN-72/T 01503 29 Elementy potprzewodnikowe Zarysy i wymiary
Podstawa B12

PN 72/T 01503 55 Elementy potprzewodnikowe 7arysy i wymiary
Obudowa C7

PN-74/T-01504 01 Tranzystory

PN 74/T-01504 03 Tranzystory
U(BR) CES U{BR) CER U{BR)CEX

PN-74/T-01504 04 Tranzystory
UtBR]EBO

PN-74/T-01504 05 Tranzystory
I 1 EBO

PN-74/T-01504 23 Tranzystory
sie wcz

PN-74/T-01504 24 Tranzystory
wcz i czestotliwosci fr

PN-74/T-01504 25 Tranzystory
zwrotnego nb Cc

PN78/T01515 Elementy po6tprzewodnikowe
i badania

BN-80/3375-31 00 Elementy pdtprzewodnikowe Tranzystory matej
mocy wielkiej czestotliwosci Wymagania i badania

Pomiar ni\E i napiecia Ube
Pomiar napie¢ przebicia u{Br)ceo

Pomiar napie¢ przebicia u{r)cbo
Pomiar pradéw wstecznych 1cbo
Pomiar parametrow [y] w zakre-
Pomiar modutu \hnd w zakresie
Pomiar statej czasowej sprzezenia

Ogolne wymagania

3 Symbol wg KTM
BF 182 ~1156214404001
BF 183 — 1156214405002

4 Wartosci dopuszczalne — wg rys 11 i tabl 11

Rezystancja termiczna

zkacze-otoczeme & i 1000 °C/W
Rezystancja termiczna
zkgcze-obudowa 3= 400 °C/W

Rys 11 Zaleznos¢ dopuszczalnej wartosci catkowitej mocy wejscio-
wej na wszystkich elektrodach od temperatury P,, =/ (tanb)

5 Dano charakterystyczne — wg tabl 12 i rys 12 —1-10 Po, =f (U))
Tablica 11
Lp ?;?:&Z;?Le Nazwa parametru Jednostka W:'t:()éi;zd?p;:ci;ne
1 2 3 4 5
1 ucBo Napiecie kolektor-baza \% 30
2 UEBo Napiecie emiter-baza \Y 3
3 Uceo Napiecie kolektor-emiter \ 20
4 Ic Prad kolektora mA 20
5 - \E:stail;(s);\(/:éi rz:);:k:/;/ggjé:gﬁwa (stata lub $rednia) na ~ wms — 25 °C mw 150
wase = 25 “C 375
6 I Temperatura ztacza °C 175
7 tamb Temperatura otoczenia w czasie pracy °c -40 - 15
8 ty Telmperatura przechowywania °c -55 - 1%



Informacje dodatkowe do BN-83/3375-31 05
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Informacje dodatkowe do BN-83/3375-31 05
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Informacje dodatkowe do BN-83/3375-31 05 9

Rys 1-2 Zalezno$¢ zwarciowej admitancji przenoszenia wstecznego  Rys 14 Zalezno$¢ admitancji wyjsciowej od czestotliwosci gnt.
od czestotliwosci ynb foynb - f () Cni=/ ()

Rys 1-3 Zalezno$¢ zwarciowej admitancji przenoszenia wprzéd od Rys 15 Zalezno$¢ czestotliwosci granicznej od pradu kolektora
czestotiwoscl ynb ifyadb ~ f U) fr =/ (7c)



10 Informacje dodatkowe do BN-83/3375-3105

BF1B2

BF1S3
100

h21E
0 UcE= 10V
tamb-25°C
30

20

10

I

3
Rys 1-6 Zalezno$¢ wspotczynnika szuméw od czestotliwosci F=f(f)

01 1 Ic [mA] 10
IBff-85/5375- 31 tS-1-d |

1-9 Zalezno$¢ statycznego wspdtczynnika wzmocnienia prado-
wego od pradu kolektora hiiC=f (Ic)

i8n-aa/aa?3-$i ar-7"n
Rys 1-7 Zalezno$¢ admitancji wejsciowej od czestotliwosci gub but,

Rys 18 Charakterystyka wyjsciowa IC - f W ce)
Ib — parametr



